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GC 101

Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11811 fur rauscharme Ver-

starker,

#

Misch- und Oszillatorstufen im Nieder- und Mittelfrequenzgebiet.

m S

)

0 25 ﬂ
Masse ca. 0,8 g
Warmewiderstand Rinja = 1 grd/mW
Grenzwerte; giiltig fur den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Uceo = 15V
Emitter-Basis-Spannung -Ugso = 10V
Kollektorstrom -lc = 15 mA
Emitterstrom le = 15 mA
Basisstrom -ls = 5 mA
Gesamtverlustieistung Pv = 50 mW
bei #a == 25°C
# = ~-75°C

Sperrschichttemperatur
Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C

GC 101

elechronic
Statistische Kennwerte Min Typ Max
Kollektor-Basis-Reststrom |
-leso 1,
-Ucs = 6V Sum Te A
Kollektor-Basis-Reststrom {
-lcso
otie asis Re 50 pA 500 uA
Kollektor-Emitter-Reststrom lce
-lceo
Kol mitter 55 gA 600 uA
Emitter-Basis-Reststrom |
-leso
Emit sis-Rest 50 A 500 pA
Dynamische Kennwerte 8
o
o
Grenzfrequenz f 3
h21b 1 MH 3
e wenz z 2,1 MHz -‘;_
-le = 1 mA ﬂéﬁ
f = 3 MHz 5 S
vi o
KurzschiuBstromverstérkung h21e 18 35 a
-Uce = 6V 28 56 b
-le = 2 mA 45 90 c
f == 1 kHz 71 140 d
112 224 e
Rauschmaf F
5d
~Uce =1V ° 10
-le == 0,2 mA
f = 1 kHz
Of = 1kHz
Rq = 500 2

Bestellbeispiel fur einen Transistor

der Stromverstérkungsgruppe b

Transistor GC 101 b
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